ACY33

§ Typ tranzystora: tranzystor germanowy
= Firma: SIEMENS
Wykonanie: tranzystor germanowy stopowy
w obudowie metalowej TO-1, wyprowadzenia
elektrycznie odizolowane od obudowy, wy- |
Rys. 1-101. ACY33 prowadzenie kolektora oznaczone na obu-
dowie czerwonym punktem, do umocowania
_’l 7= na chassis przewidziana jest ptytka chtodzaca,
—=f2 cigzar ok. 1 G
{ | l L Zastosowanie: stopnie wzbudzajace i koricowe |
| m.cz. $redniej mocy, do ukladdéw przeciw-
t | t sobnych dobierane parami.
20 Typy podobne: OC75(Ph), GC518 (Tes)
| 9
i ] < e
Rys. 1-102. Plytka chtodzaca
355 =
Warto$ci charakterystyczne
—Icpo < 10 pA | przy —Ucpo =10V
—Icgs < 50 vA | przy —Ucgs =32V, Ugg=2 1V
—Icgs < 330 pA | przy —Ucgs =32V, Ugg = 1V, t4, = 60°C
—Icpo < 50 wA | przy —Ucpgo =32V
—I¢cpo < 330 pA | przy —Ucpo = 32 V, #4mp = 60°C
—Igpo < 50 wA | przy —Uggo = 10 V
—Iggpo < 280 A | przy —Uggo = 10 V, 4, = 60°C
—Ugg 0,22( < 0,3) A% przy Ucg =0, —I; = 50 mA
—Ugg 0,32(< 0,45) | V | przy Ugg =0, —Ic = 300 mA
- 0,43(< 0,70) | V | przy Ugp =0, —Io = 1000 mA
hy15(V) 66 przy Ucg = 0, —Ic = 50 mA
75(50+100) przy Ucg = 0, —Ic = 300 mA
68 przy Ucg = 0, —Ic = 1000 mA
hy1(VI) 97 przy Ucg =0, —Ic = 50 mA
110(75+-150) przy Ucg = 0, —Ic = 300 mA
100 przy Ucp = 0, —Ic = 1000 mA
hy1(VID) 167 przy Ucp = 0, —I = 50 mA
190(125-=-250) przy Ucp =0, —Ic = 300 mA
173 przy Ucg = 0, —Ic = 1000 mA
—Uck sat 0,16(< 0,5) przy Ir =1 A, hy15p =20
fr 1,5(> 1) | MHz | przy —Ic =10 mA, —Ucg=2V
Juse 15(> 10) | kHz | przy —Ic =10 mA, —Ucg =2 V
Fppr 25 Q przy —Ic=1mA, —Ugg=5V
Ccao 100 pF | przy —Ucgo =5V
G,(500 mA)
G——p(max) 0,6(> 0,5) przy Ucc =10 V, Ree =16 Q
I = 500 mA

D tamp = 25°C




Warunek dobierania tranzystoréw parami

2> RBg < 500 Q
3 tease < 45°C
4) z plytka chlodzacy

h
2B 11(< 1,25  przy —I = 50 mA, Uep =0
h21E2
h
P M= 1,25) 1 proy I 300 mA, Uep =0
ha1g,
Wartosci graniczne

- UCES max 32 Vv ‘ rj max 90 °C
—UcER max 322) ¥ | Ly —~55+- 475 °@
—UcBo max 32 v ‘ S 11003 mw
= 10 V | Rigjoma 300 °C|W
‘IC K 1000 mA ‘ th J—c max 40 OC/W
_IB max 200 mA Rth J—a max 104 OC/W
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Rys. 1-103. Zalezno$¢ normowanego wspOl-
czynnika wzmocnienia pradowego od pradu

kolektora
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Rys. 1-105. Charakterystyki sterowania na-
pieciowego
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Rys. 1-104. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-106. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-107. Charakterystyki wejSciowe Rys. 1-108. Zalezno$¢ pradu kolektora od
napigcia nasycenia kolektora
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Rys. 1-109. Charakterystyka dopuszczalnej Rys. 1-110. Zalezno$¢ pradu zerowego ko-
mocy strat w zaleznoSci od temperatury lektora od temperatury otoczenia

otoczenia



